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vorl‘slafige technische Daten

Herstelier: VEB Werk flr Femsehefektmnék

rlin
Der optoelek%ronisbh@ Koppler MB 105 :‘besteht Steuer- und Regeélungstechnik vorgesehen.
aus einer IRED im Eingengskrels und einem : Flir den Koppler MB 105 gelten folgende
pleanaren npn-Si~Fototransistor mit und ohne Typbezeilchnungen:

i . MB - . ;

Bagisanschlul im AusganS$kTEi? 105/4 A-F ) mit herausgefithrier Basis
Er dient zur galvanischen Trennung von Strom- MB 10575 A-F ) - :
kreisen mit hohen Potentieldifferenzen und MB 105/6 A-TF ohne herausgefilhrte Basis

ist vorwiegend flir den Einsatz in der Mefi-,
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Renngrilen bed éa =
Eingangskrels

Durchlefglelch-
gpannung
bei IF = 60 mi
Sperrgleichepaniung
bel UR = 6 ¥
Ausgangskrels
Kollektor-Emitter—-

Dynkelsirom
ved Uy = 40V
IF = 0

Kollektor~Basisgs"

J.}unkelstrom'i
bel IF = 0
UCB = T0V
Emitter-Kollektor-
Dunkelstrom
bel IF = 0
UEC = 6V

Kollektor-Emitter-
Strom
bei Ig = 0 mA

Ueg = 57

auf Anfrage

iC mA
= 0,3V

D und F sufl Anfrsege

ingchlull Belegung
1 IRED-Anode
2 TRED-Katode
3 nicht belegt )
4 Fototraneistor-~-Emitter
5 Pototransistor-Kollektor
6 Fototransistor-Basis
bzw. nicht belegt
o .
25 ¢ Verzbgerungszelt
Impulsenstiegszeit
min nax Speicherzeii
UF - 1;965 v
Impulsabfallzelt
Iy - 10 ni
' Igolationswiderstand
bei UIO = 0,5 kV
ICEO - 50 ‘T’TA‘
MB 105/4
MB 105/5
MB 105/6
Tang o 100 Pk
Ixco - 10 Pa
Tep(u)
A 4,0 8,0 mhA
B 6,3 12,5 mA
c 10,0 20,0 mh
D 16,0 32,0 mh
! 5 24,0 48,0 md
)
) B 40,0 80,0 mA
Lopm)
A big F
2,5 - mA

o 100

10

1.5

4,0
10



1/85

Crengwerte

Durchlefgleichstrom’’ Ip 60
Spitzendurchlal- ’
strcm,'pericdischerﬁ) Tony 120
4Spitzandurchlaﬁm

gtrom, nicht perxio-

digcher

bel tp = 1 ps: )

2 min Pause IFSM . 3
Sperrglelchspannung U, 6
Spitzenspervepannung UREM 6
susgengskrels
Kollektor-Emitter—
gpannung UOEM

MB 105/4 - 70
MB 105/5 - 3%
HMB 105/6 - 70
Emitter-Basgis-
Spannungj) UEBO - 6
Emitter-Baglg-
Spi’czenspannun@1 UEBM - 6
Verlugtlelstung _
(Transistor)S) Ptot - 150
Kopplern
Spiltzenisoletions~
spannung
bei ¥ = 50 bis
60 Hz, sinus UIORM 5¢3
Igoletionggledch- .
spannungG) UIO - 5¢3
Betriebstemperatur-
bereilch v, =55 +85
Lagerﬁﬁgstamperaturw
bereich fir 1 Honet & =55 +125
ste
Kriechstrecke & 8,4
Iuftstrecke 2 6,9

1) nur fir Koppler MB 105/4 und MB 105/5

)

mW

kv

kV

Jated]

mm

2} gilt nur fir Xollektorstromgruppen E und F

3) bei einer Temperatur big =

25 °c, fur 25 °¢

<9, £ 85 °C; Reduktion um 0,8 mA/K
4} bel einer Temperatur bis £ 25 °c, fur 25 ¢
<&, * 85 °C; Reduktion um 1,6 ma/K;

e R
pEORSE 2L 2

5) bei & = 25 %c, fur 25 °C <& 8 85 %
Reduktion um 2,0 m¥W/K

6} innerhalt 2,5 = iO,S 5; gilt nur fiir Sten-

derdbezugsstmosphiire nach TGL 20 618/02
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AbhBngigkeit des DurchiaBgleichstromes
bzw. des perlodischen Spitzendurchlal-

stromes von der Umgebungstemperatur
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Abhéngigkelt der Verlustleistung von
der Umgebungstemperatur



